KREMIKOVE VYKONOVE - KD501 KD502

NF TRANZISTORY N-P-N 150 W Km

Pouiiti:
Polovodiové souédstky TESLA KD501 af KD503 jsou kfemikové vykonové tran-
zistory n-p-n s epitaxni bazi, vyrobené plandrn& epitaxni technologii, uréené
predeviim pro linedrni regulaci, nizkofrekvenéni zesilovaée a stabilizované
zdroje.

Provedeni:
Tranzistory jsou zupouzdreny v kovovém pouzdru (pouzdro K603 s upravenymk

vyvody) se sklenénymi prichodkami, Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem..

Mezni hodnoty: (3. = 25°C)

Napéti kolektor - emitor

KD 501 Ucko max. 40 v
KD 502 Ucko max 60 v
KD 503 Ucro max 80 v
Napéti kolektor - emitor .
Rpp = 47 2 KD 501 Uckr max 50 v
KD 502 Ucer max 70 v
KD 503 Ucer max 90 v
Napsti emitor - baze Uggo max 5 \'
Proud kolektoru
(stejnosmérny) e max 20 A
Proud kolektoru $pickovy leum max 30 A
Proud bdze
(stejnosmérny) Ig . max 7 A
Ztratovy vykon celkovy 1) Piot mox 150 w
Teplota pfechodu 8 max 155 °C
Teplota pii skladovéni Bs max =55...+4+155 °C

) Ztrétovy vykon je pfesndji definovdn tak, fe pH Upp = 30 V, §p = 100°C
a P; = 65 W nesmi dojit k druhému prirazu. \

Charakteristické udaje: (9, = 25°C)
Jmenovité hodnoty:

* Napéti kolektor - emitor

(g = 0.2 A) KD 501 Uceo z 4 v
KD 502 Ucko z 60 v
KD 503 Ucko 80 v
* Saturaéni napéti kolektoru
(g =10A Ig=1A) Uk sat =075 v
Saturaéni nopéti boze
(lc =10A, Ig=1A) UgE sat =17 v
Proudovy zesilovaci &initel .
.('c - 1A, UCE - 2V) ) hZIE 240
'(lc - 15 A, UCE -2 V) hZIE = 15
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KREMIKOVE VYKONOVE
NF TRANZISTORY N-P-N 150 W

KD50! KD502
KDS03

Informativni hodnoty:

Proud kolektor - emitor

Ucg =50V, Rpp = 472 KD 501 legr <10 mA

Ucg =70V, Rgp = 472 KD 502 lcER <10 mA

Ucg =90V, Rgg =479 KD503  Iggp <10 mA
Zbytkovy proud kolektoru

Ugg = 0 V) KD 501 Iceo <05 mA

(Ugg =60 V) KD 502 leeo <05 mA

(Upg = 80 V) KD 503 IcBo <05 © mA
Zavérné napéti emitor - bdze

lgg = 10 mA UgkBo z5 Y
Saturaéni napéti kolektoru ) .

loc =15A, Ig = 15 A VeE sat =15 \'2

lc = 20A, Ig = 4A UcE sat <20 v
Saturaéni napéti béze

lc =2A, Ig=4A Ugpsat <25 v
Proudovy zesilovaci &initel ) '

(lc = 20A, Ugg =2V) hy1g 25
Mezni kmitoégt

(lc =1A Upgp =10V,

f = 1 MHz) fr ) 22 MH:z
Tepelny odpor vnitini

(Ugg = 30V) Rthjc < 0,866 oC/wW

Doba ndbéhu kolektorového proudu

Ucg = 40V, Ip = 10 A,

g = +1 A ton "0,8 bs
Doba pfesahu a dobdhu kolektoro-

vého proudu

Ucg = 0V, Ig.= 10 A, - ‘

IB - 31 A toﬂ 1.8 us

Klimatické vliastnosti:

Kategorie odolnosti proti wnéjiim viivim podle CSN 358031: 55/155/21. PFi
zkouskdch kontrolnich a pfejimacich se provadaji zkousky podle CSN 34 5681
v uvedeném pofadi:

Na 55/155-0,5 (ONT 34 5712)
Ba 155/016 (ONT 34 5702)
Dat (ONT 34 5705)
Aa 55/02 (ONT 34 5701)
Da1 i (ONT 34 5705)

Po zkouskdch se kontroluji elektrické parametry jmenovitych hodnot. oznadené
. hvézdigkou. Po zkoukdch Da 1 se pfipousti bodova koroze,
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KREMIKOVE VYKONOVE KD501 KD502

NF TRANZISTORY N-P-N 150 W Km3 .

Mechanické vlastnosti:

Odolnost viiéi G&inkim chvéni se zkou¥{ podle CSN 34 5681 zkouska Fc 4/500/
0,75/6 (ONT 34 5750). :

P#i zkousce jsou tranzistory pfipevn&ny za pouzdro k desce vibra&niho zafizeni
a jsou mimo provoz. Vyvody je tieba upevnit tak, aby nemohlo dojit k jejich
samovolnému kmitani a tim k jejich ulomeni.

Odolnost vii&i ainkim Gderd se zkousi podle CSN 34 5681 zkouska EaS/100/6
{ONT 34 5740).

Pdjitelnost vjvodii se zkouli ponofenim vyvodl do tavidla (25% kalofuny a
75 %, isopropylalkoholu) a pak af do vzddlenosti 1,5 + 0,75 mm od pouzdra
do pdjeci [dzné Sn 60 Pb CSN 42 3655 pii teploté 260 + 5 °C na dobu 5 +
0,5 vtefin. Vyvody musi byt 'do 95 % celkové pdjené plochy pokryty npvou vrst-
vou pdjky. Nepokrytd mista nesmi byt soustfedéna v jedné ploie a mohou
pfedstavovat max. 59, celkové pdjené plochy.

Odolnost proti teplu pfi- pajeni se zkousi podle NR-L 102 zkouska Tb me-
toda 1A.

Po mechanickych zkouskdch se kontroluji elektrické parometry jmenovitych
hodnot, oznagené hvézdikou.
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Poxndmky k érovému vykresu: .
Zakladna niklovand, povrch Al krytu podle CSN 42 4005.21, 42 7306.40.
Na dosedaci plofe tranzistoru se piipousti obtjsk ve formé mezikruii.
*) Pro cinované vyvody se pfipouiti @ max. 1,8 mm. t
**) Méfeno max. 1,5 mm od pouzdra.
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KREMIKOVE VYKONOVE KD501 KD502

"NF TRANZISTORY N-P-N 150 W

KD503

MEREN{ ZAVERNEHO NAPET[ Uckgo :

34
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KREMIKOVE VYKONOVE KD501 KD502

NF TRANZISTORY N-P-N 150 W v KD503

MERENI SPINACICH CASU toss, ton:

KD501 - KDS03

G - generdtor obdélnikovych impulst
(t,. t; = max. 100 ps)

O - ss osciloskop se ditkou pdsma nejméné 20 MHz
U — zdroj ss napéti 40 V

T — méfeny tranzistor

Sus

Parametry pulsu generGtoru

+5V

p—

ov

fopak = 10 kHz

Zndzornéni prib&hld impulsu o &ash tosjr ton?

I

budici puls

Vstupni puls
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KREMIKOVE VYKONOVE KD501 KD502

NF TRANZISTORY N-P-N 150 W : KD503
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KREMIKOVE VWKONOVE KD501 KD502

NF TRANZISTORY N-P-N 150 W Kn5°3
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KREMIKOVE VYKONOVE KD501 KD502

NF TRANZISTORY N-P-N 150 W , KD503
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KREMIKOVE VWKONOVE . - KD50| anoz

NF TRANZISTORY N-P-N 150 W : Kﬂ503
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KREMIKOVE VYKONOVE -KD501 KD502

NF TRANZISTORY N-P-N 150 W Kn503
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